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1 EEPROM 说明 

EEPROM 是 code flash 外有 2 个 sector 的 data flash，本质上是在 main 区 flash 后面的两个

sector（共 1K 的空间），且不受 main 区的 flash 的擦除动作影响（chiperase）。 

EEPROM0（0x8A00-0x8BFF），EEPROM1（0x8C00-0x8DFF），操作过程和 main 区 code flash 

是一样的（也是先擦除后才能写），请参见 SDK 中的代码参考。 

 

 

2 EEPROM 软件操作流程 

2.1 初始化操作 

与 flash 初始化相同，设置读等待时间为 0。 
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2.2 Erase 操作 

1. 首先设置 OPSET 寄存器打开 EEPROM 擦写使能。 

2. 设置 PAGESERSET = 1，开启 page 擦除使能。 

3. 设置地址和数据寄存器 OADRL，OAD RH。 

4. 设置 PUMP_EN = 1。 

5. 设置地址和数据寄存器 OADRL，OAD RH，ODATA。 

6. 设置 VPPO_EN = 1，启动擦除，硬件把 VPPO_EN 清 0。 

7. 设置 PUMP_EN = 0。 

详细软件配置代码可参考下图： 

    

 

2.3 Read 操作 

上电稳定后可以执行读操作。读操作注意配置读等待时间 RD_WAIT（默认设置为 0）。 

详细软件配置代码可参考下图： 
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2.4 Write 操作 

1. 首先设置 OPSET 寄存器打开 EEPROM 擦写使能 

2. 设置 PAGEWRSET = 1，开启写使能 

3. 设置地址和数据寄存器 OADRL，OAD RH，ODATA； 

4. 设置 PUMP_EN = 1； 

5. 设置地址和数据寄存器 OADRL，OAD RH，ODATA； 

6. 设置 VPPO_EN = 1，启动擦除，硬件把 VPPO_EN 清 0。 

7. 设置 PUMP_EN = 0 

详细软件配置代码可参考下图： 
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